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(57) Abstractj The invention relales lo a thin-film LED v-omprisine an aciive layer (7) consisting of a mmde compound scmi- 
conductor that emits electromagnelic radiation (19) in a main radiation direction (15). a cutTentKJispersing layer (9) succeeding the 
active layer (7) in the main radiation dinsclion and consisting of a first nitride compound semiconductor matcnal. a main surface (14 ) 
ihrough which the radiation emitted in ihu main radiation direction (15) Is decoupled, and a first contact layer U I. 12. 13) located 
on the main "surface (14). According to ihe invention, the transversal conductivity of the currcni-dispersmg layer (9) is increased 
by the formation of a two-dimensional electron or hole gas. The two-dimensional electron or hole gas is advantageously formed by 
embedding at least one layer (10) consisting of a second niuide compound semiconductor material in the curreni-dispcrsing layer 
(9). 
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(57) Zusammcnrassung: Bei einer Diinnfilm-LED mil cincr aktiven Schichi (7) aus cinem Nitiidverbindungshalbleiier, die elek- 
iromagnelische Strahlung (19> in einer Hrtuptslrahlungsrichlung (15) emiuicrl. einer der akiiven Schichl (7) in der Mauptsirahlungs- 
richtung (15) nachfolgendcn Siromaofwcitungsschicht (9) aus cincm crsicn Nitridverbindungshalbleiieniiaterial, einer HaupifiSc he 
1 14\ durch welchc die in der Haupisirahluiigsrich lung (15) emillicric Stmhlung ausgekoppch wjid. und einer erslcn KoniakUchicht 
(11, 12, 13), die 3uf der Hauplflache ( 14) angcordnet isL, isl die QuerJeitfShigkeu der Slromaufweiiungsschichi (9) durch Ausbildung 
eines zweidimcnsionalcn l^lekimnen- oder Lfichergascs crhcihi. Die AusbiJdung dcs /w^idimensionalcn Elekironcp- oder LtJcher- 
ga9cs crfolgt vorieilhaft durch das Einbcucn niindesiens einer Schicht (10) aus einem zvveiten NilndverbindungshalblcltciTnaierial 
in die Sirumaufwciiungsschicht (9). 



